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１．概要（Summary） 

中空構造 SOI(Silicon on Insulator)層を用いた低温

転写技術における高性能フレキシブルデバイス実現のた

め、広島大学ナノデバイス・バイオ融合科学研究所の設

備を用いて微細加工を行った。現在、課題としてフレキシ

ブル基板上への単結晶シリコン膜の転写歩留り向上が挙

げられる。原因調査の結果、中空構造作製時の SiO2 ピ

ラーのエッチングばらつき、ポリエチレンテレフタレート

(PET)の表面の析出物が主な要因であることが判明した。

高い転写歩留まりを得るためには、SiO2 ピラーの微細化

かつ均一化と PET基板の平坦化と親水性化が必要条件

である。よって、イオン注入によるエッチングレートの制御

や PET 基板洗浄プロセスの構築と親水化処理などの改

善を行うことで高転写歩留まりを実現した。現在、同一

SOI 基板を用いて低コスト化のために繰り返し転写技術

の確立を試みている。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム描画装置（日立, HL700）、 マスクレス露

光装置、 エッチング装置（神戸製鋼, CDE SiN用） 

【実験方法】 

SOIウェハ[SOI層: p-type Si(100), 8-20 Ω∙cm]にお

いてRCA洗浄後、電子ビーム描画装置を用いて 3 m × 

6 mのライン両端に 15 m × 15 mの正方形のシリコ

ンアイランドを配置したドッグボーン形状にパターンニング

した(Fig.1)。CDE にて SOI 層をパターニング後、BOX

（Buried Oxide）層エッチングレート制御のためのイオン

注入(Pillar Shaping Implantation: PSI)を行い、SOI

層をマスクとして用いて BOX 層を 10%の HF にて 300

秒エッチングし、中空構造 SOI層を形成した。ここで中空

構造 SOI 層とは、極細の SiO2 ピラーで局所的に保持さ

れた単結晶シリコン膜のことである。また PET 基板を洗浄

後、親水性化のために酸素プラズマ照射を行い、この中

空構造 SOI 層と PET 基板を 8 L の純水を介して対向

密着させ、80oC のホット

プレート上で15分間加熱

後、基板を分離すること

により単結晶シリコン膜を

PET基板上へ転写した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

イオン注入による SiO2 ピラーの微細化かつ均一化と

PET基板の平坦化と親水性化に成功したことにより、転写

歩留まり 99.97%(16376/16380s)を実現した（Fig.2）。こ

の転写率は本技術を高い歩留まりが求められるデバイス

作製に応用する上で、十分な値であると考えられる。 
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